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※概要（Summary）： 

電子ビーム描画装置を用いて超伝導リング状に二つ

の超伝導体/グラフェン/超伝導体接合を配置すること

により超伝導量子干渉計(SQUID)を作製した。さらに

原子層堆積装置と 12 連電子銃型蒸着装置を用いるこ

とによりトップゲート電極の作製とその輸送特性の

観測を試みた。その結果、トップゲート電圧により左

右で別々にフェルミ準位を変動させた際の輸送特性

変化の観測に成功し、グラフェン上におけるトップゲ

ート構造作製方法を確立した。 

 

※実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

・電子ビーム描画装置 

・多目的ドライエッチング装置 

・超高真電子銃型蒸着装置 

・原子層堆積装置 

・12連電子銃型蒸着装置 

【実験方法】 

SiO2/Si 基板上にグラフェンを転写し、電子ビーム

描画装置と多目的ドライエッチング装置を用いるこ

とによりグラフェンのパターニングを行った。さらに

電子ビーム描画と超高真電子銃型空蒸着装置により

グラフェン SQUIDを作製した。その後トップゲート

電極作製のため、原子層堆積装置と 12 連電子銃型蒸

着装置を用い試料を作製した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 図１に 20mK におけるグラフェン SQUID の電流-

電圧特性を示した。ゼロ電圧で有限電流が生じている

事がわかる。この値を臨界電流 Icと呼び、ゲート電圧

0Vで 1.1 Aの値が得られた。また、バックゲート電

圧を-60Vに固定し、Icの両側におけるトップゲート電

極 Vtg1、Vtg2依存性を図２に示した。Icがトップゲート

電圧により変動することが観測でき、グラフェン上にお

けるトップゲート構造作製方法を確立した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

グラフェン上におけるトップゲート構造作製方法を確

立したので様々なグラフェンデバイスに応用させてい

きたい。 
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図 1 電流-電圧特性 

図 2 Icの Vtg1、Vtg2依存性 


